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Inventia se refera la producerea semiconductorilor.

Procedeul de obtinere a zonelor nanostructurale semiconductoare include depunerea pe una din fetele unui cristal
semiconductor a unei masti cu o portiune deschisd, corodarea electrochimica la anodizare intr-o solutie apoasad de
NaCl si inlaturarea mastii.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea zonelor nanostructurale semiconductoare cu morfologia dirijatd de
concentratia solutiei de NaCl si de parametrii electrici aplicati, utilizand solutia de NaCl care nu prezintd pericol
pentru sanatatea personalului sau pentru mediul ambiant.
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